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１．概要（Summary） 

マイクロフォンなどの MEMS 音響センサの更なる

小型化、高性能化が求められている。PZT に代表され

る圧電薄膜を材料としたセンサデバイスは、簡素な構造

のため小型化が比較的容易であることや、外部駆動電源

が必要でないといった長所を持ち、音響デバイスへの応

用が期待される[1]。そこで、圧電型 MEMS 音響センサ

の高感度化を目指し、京都大学ナノハブ研究拠点の設備

を利用して微細加工を行い、デバイスの試作を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、両面マスクアライナー、深堀

りドライエッチング装置、ドライエッチング装置、磁気中

性線放電ドライエッチング装置 

 

【実験方法】 

本 研 究 で は 、 こ れ ま で の 結 果 ( 課 題 番 号 ：

F-16-KT-0098)をもとに、両面マスクアライナー、および

磁気中性線放電ドライエッチング装置を用い、表面に酸

化膜を有する単結晶シリコンチップ(厚さ 650 ミクロン、2 

cm 角)上に 2 層積層型 PZT 薄膜のパターニング加工を

行った。 

次に、シリコン基板の裏面にスパッタによりクロム薄膜を

成膜後、両面マスクアライナーを用いてパターニングを施

し、これを保護マスクとして深掘りドライエッチング装置によ

りシリコン基板の貫通加工を行うことで、2 層積層型 PZT

薄膜で構成された片持ち梁構造を形成した。 

その後、ドライエッチング装置により、デバイスの裏面か

ら加工することでシリコン酸化膜の除去を行い、自機関に

おいて PZT薄膜の電気的特性の評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

加工後の構造体を Fig. 1 に示す。PZT および白金薄

膜による積層型構造体が自立していることを確認した。ま

た、加工前後の電気特性(キャパシタンス、誘電損失)には

大きな差はなく、加工によるPZT薄膜の劣化は生じないこ

とを確認した。現在、自機関において音響デバイスとして

の評価系を構築しており、今後、性能の詳細を明らかにす

る予定である。 
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Fig. 1 Device image of prototype 

piezoelectric MEMS sensor. 

 


